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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DRYING CIRCUIT SUBSTRATES 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR TROCKNUNG VON SCHALTUNGSSUBSTRATEN 



(57) Abstract: The invention relates 
to a method and to a device for drying 
circuit substrates (13), in particular 
semi-conductor substrates. According 
to the invention, a circuit surface (30) 
is rinsed by means of a rinsing liquid 
(10) during a rinsing phase and is 
dried in a subsequent drying phase. In 
the rinsing phase, the circuit substrate 
is displaced in a direction of the flat 
extension thereof, transversally and 
in relation to a liquid level (28) of the 
rinsing liquid mirror, in such a manner 
that a liquid meniscus is formed in a 
transition area which varies according 
to the relative movement thereof, 
between the circuit surface and the 
liquid level, and the transition area 
moistened by the liquid meniscus is 
impinged upon by thermal radiation 
(36) in the drying phase. 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren 
und Vorrichtung zur Trocknung 
von Schaltungssubstraten (13), 
insbesondere Halbleitersubstraten, bei 
dem bzw. der in einem Spiilgang ein 
Spiilen einer Sc haltung sob erfl ache 
(30) des Schaltungssubstrats mit einer 
Spulfliissigkeit (10) erfolgt und in 
einem nachfolgenden Trocknungsgang 
die Schaltungsoberflache getrocknet 

[Forts etzung aufder ndchsten Seite J 
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wird, wobei in dem Spulgang das Schaltungssubstrat in Richtung seiner ebenen Erstreckung, quer und relativ zu einem 
Fliissigkeitsspiegel (28) der Spiilflussigkeit, bewegt wird, derart, dass sich an einem sich aufgrund der Relativbewegung andernden 
Ubergangsbereich zwischen der Schaltungsoberflache und dem Fliissigkeitsspiegel ein Flussigkeitsmeniskus ausbildet, und in dem 
Trocknungsgang eine Beaufschlagung des von dem Flussigkeitsmeniskus benetzten Ubergangsbereichs mit Warmestrahlung (36) 
erfolgt 
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Verfahren und Vorrichtung zur Trocknung von Schaltungssubstraten 



15 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Trocknung von 
Schaltungssubstraten, insbesondere Halbleitersubstraten, bei dem in 
einem Sptllgang ein Spiilen einer Schaltungsoberflache des Schaltungs- 
substrats mit einer Spulfltissigkeit erfolgt und in einem nachfolgenden 
Trocknungsgang die Schaltungsoberflache getrocknet wird. Des weiteren 

20 betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des vorstehen- 
den Verfahrens. 

Insbesondere Halbleiterwafer, die zur Herstellung von Chips dienen, 
werden vor ihrer Vereinzelung in Chips mit einem die spatere Kontaktie- 
rung der Chips ermoglichenden Anschlussflachenaufbau versehen, der 

25 die Ausbildung von geeigneten Kontaktmetallisierungen auf den An- 

schlussflachen umfasst. Hierzu werden regelmaBig chemische Abschei- 
dungstechniken verwendet, die einen schichtweisen Aufbau der Kon- 
taktmetallisierungen ermoglichen. Insbesondere zur Vermeidung einer 
Korrosion auf den kontaktseitigen Oberflachen der Wafer bzw. der 

30 daraus durch Vereinzelung erzeugten Chips ist es notwendig, eine Reini- 
gung der Anschluss- oder Schaltungsoberflache vorzunehmen, bei der die 
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Oberflache verunreinigende, durch die Abscheidungsvorgange verursach- 
te ionische oder anionische Kontaminationen entfernt werden. Hierzu ist 
es bekannt, die Anschlussoberflache der Halbleitersubstrate wiederholt 
mit deionisiertem Wasser so lange zu sptilen, bis nur noch eine zulassige 
5 Ionenkonzentration im Spiilwasser messbar ist. 

Es hat sich nun gezeigt, dass im Falle einer dem Spiilvorgang nachfol- 
genden Trocknung der Anschlussoberflache nach Verdunstung auf der 
Anschlussoberflache verbliebener Spiilwasserrtickstande Korrosionsnes- 
ter auf der Anschlussoberflache verbleiben. 

10 In der Vergangenheit sind daher verschiedene Anstrengungen unternom- 
men worden, urn dem Spiilvorgang unmittelbar nachfolgend eine mog- 
lichst rtickstandsfreie Trocknung der Anschlussoberflache zu ermogli- 
chen. Eine dieser Moglichkeiten besteht darin, das Schaltungssubstrat 
nach Beaufschlagung mit Spiilflussigkeit oder nach Entnahme aus einem 

15 Spiilbad mit Temperatur zu beaufschlagen, um ein moglichst schnelles 
und rtickstandsfreies Verdampfen des Spulwassers zu ermoglichen. 
Nachteilig hiermit verbunden ist jedoch, dass die mit der bekannten 
Trocknung einhergehende Temperaturbelastung haufig in den Bereich der 
fur die einwandfreie Funktion des Schaltungssubstrats noch gerade 

20 zulassigen Temperaturbelastung gelangt oder diesen sogar uberschreitet. 
Des Weiteren ist auch bekannt, durch verschiedene MaBnahmen die 
Oberflachenspannung des Wassers zu reduzieren, um ein schnelleres und 
moglichst rtickstandsfreies AbflieBen des Spulwassers von der Schal- 
tungsoberflache zu ermoglichen. Jedoch ist festzustellen, dass die bei- 

25 spielsweise hierbei zum Einsatz kommenden Tenside als Zugabe zum 

Spiilwasser regelmaBig ihrerseits wieder Rtickstande auf der Anschluss- 
oberflache bewirken. Derartige Rtickstande lassen sich zwar bei einer 
Reinigung unter Zugabe von Alkohol vermeiden, jedoch macht die 
Verwendung von Alkohol als Spiilfliissigkeit die erganzende Verwendung 

30 haufig explosiver Stoffe notwendig, so dass die Durchfiihrung derartiger 
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Verfahren einen besonderen Explosionsschutz erforderlich rnacht und 
damit entsprechend kostenaufwendig ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Durchfiihrung eines Verfahrens 
5 vorzuschlagen, das bzw. die eine im Wesentlichen ruckstandsfreie 

Reinigung von Schaltungssubstraten ohne eine zu hohe Temperaturbelas- 
tung der Schaltungssubstrate bzw. einen zu hohen Aufwand bei Durch- 
fiihrung des Verfahrens bzw. Betrieb der entsprechenden Vorrichtung 
ermoglicht. 

10 Die vorstehende Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB dem Anspruch 
1 bzw. eine Vorrichtung gemaB dem Anspruch 7 gelost. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren, bei dem in einem Sptilgang ein 
Spiilen einer Schaltungsoberflache des Schaltungssubstrats mit einer 
Spiilfliissigkeit erfolgt und in einem nachfolgenden Trocknungsgang die 

15 Schaltungsoberflache getrocknet wird, wird das Schaltungssubstrat im 
Spiilgang in Richtung seiner ebenen Erstreckung, quer und relativ zu 
einem Fltissigkeitsspiegel der Spiilfliissigkeit, bewegt, derart, dass sich 
an einem sich aufgrund der Relativbewegung andernden Ubergangsbe- 
reich zwischen der Schaltungsoberflache und dem Fltissigkeitsspiegel ein 

20 Fliissigkeitsmeniskus ausbildet und im Trocknungsgang eine Beaufschla- 
gung des von dem Fliissigkeitsmeniskus benetzten Ubergangsbereichs 
mit Warmestrahlung erfolgt. 

Bei Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens wird das Schaltungs- 
substrat in einem mit dem Fliissigkeitsmeniskus benetzten Ubergangsbe- 

25 reich mit Warmestrahlung beaufschlagt, so dass mittels einer Absorption 
der Warmestrahlung im Schaltungssubstrat eine eine Verdampfung 
bewirkende Temperaturerhohung des Fliissigkeitsmeniskus erfolgt. Da 
wahrend der Temperaturbeaufschlagung ein sich zwar verandernder, 
jedoch stets mehr oder weniger groBer Teil des Schaltungssubstrats im 

30 Fliissigkeitsbad verbleibt, erfolgt stets parallel zur Temperaturbeauf- 
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schlagung eine Warmeabfuhr vom Schaltungssubstrat in das Flxissig- 
keitsbad, so dass eine Uberhitzung des Substrats weitestgehend ausge- 
schlossen werden kann. Dartiber hinaus ermoglicht die Temperaturbeauf- 
schlagung durch Warmestrahlung ein im Wesentlichen konvektionsfreies 
5 Erwarmen des Schaltungssubstrats, so dass eine Kontamination durch in 
einer Konvektionsstromung mitgefuhrte Verunreinigungen weitestgehend 
ausgeschlossen werden kann. 

GemaB einer bevorzugten Variante des Verfahrens erfolgt die Beauf- 
schlagung mit Warmestrahlung mittels eines Infrarot-Strahlers, so dass 
10 ein besonders effektiver Warmeeintrag in das Schaltungssubstrat ermog- 
licht wird. 

Eine insbesondere hinsichtlich des benotigten Raumbedarfs bei Durch- 
fuhrung des Verfahrens vorteilhafte Variante besteht darin, dass zur 
Ausftihrung der Relativbewegung zwischen dem Flussigkeitsspiegel und 
15 dem Schaltungssubstrat das Schaltungssubstrat in der von einem Badbe- 
halter aufgenommenen Spiilfltissigkeit angeordnet und der Flussigkeits- 
spiegel abgesenkt wird. 

Wenn die Beaufschlagung mit Warmestrahlung quer zum Flussigkeits- 
spiegel erfolgt, ist es moglich, gleichzeitig eine Mehrzahl in einer 
20 Verbundanordnung angeordneter Schaltungssubstrate mit der Warme- 
strahlung zu beaufschlagen. 

Dartiber hinaus erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn im We- 
sentlichen parallel zum Flussigkeitsspiegel eine Beliiftung eines ober- 
halb des Flilssigkeitsspiegels ausgebildeten Behalterlumens erfolgt, da 
25 somit ein nachfolgendes Kondensieren der im Bereich des Fltissigkeits- 
meniskus verdampften Fliissigkeit auf dem Schaltungssubstrat verhindert 
werden kann. 

Wenn vor Durchfuhrung des Trocknungsgangs in dem Badbehalter durch 
wiederholtes Fluten des Behalters eine Mehrzahl von Sptilgangen durch- 
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gefuhrt wird, ermoglicht das Verfahren nicht nur einen abschlieBenden 
Reinigungsteilschritt betreffend die ruckstandsfreie Trocknung der 
Anschlussoberflachen von Schaltungssubstraten, sondern daruber hinaus 
auch die Durchfilhrung einer vorhergehenden Mehrzahl von Spiilvorgan- 
5 gen mit dem Ziel, die Ionen- bzw. Anionenkonzentration auf den Schal- 
tungsoberflachen vor dem nachfolgenden Trocknungsgang in einem 
insgesamt kontinuierlichen Verfahren in einer einzigen Vorrichtung 
vorzunehmen. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zur Durchfilhrung des Verfahrens zur 
10 Trocknung von Schaltungssubstraten, insbesondere Halbleitersubstraten, 
ist mit einem Badbehalter versehen, der tlber eine Zuflusseinrichtung und 
eine Abflusseinrichtung verfugt und in dem eine Aufnahmeanordnung zur 
Aufnahme zumindest eines Schaltungssubstrats angeordnet ist, derart, 
dass sich das Schaltungssubstrat in einer Ebene in Richtung auf einen 
15 Behalterboden erstreckt. Daruber hinaus ist die erfindungsgemaBe 

Vorrichtung mit einer eine Behalteroffnung des Badbehalters verschlie- 
fienden Deckeleinrichtung und mit einer oberhalb der Aufnahmeanord- 
nung angeordneten Warmestrahlereinrichtung versehen. 

In einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform der Vorrichtung ist die 
20 Warmestrahlereinrichtung mit Infrarot-Strahlern versehen. 

Wenn die Warmestrahlereinrichtung an der Deckeleinrichtung angeordnet 
ist, ist eine einfache Anordnung der Warmestrahlereinrichtung oberhalb 
des Fliissigkeitsspiegels moglich, die eine gleichzeitige Beaufschlagung 
einer Mehrzahl von in der Aufnahmeanordnung aufgenommenen Schal- 
25 tungssubstraten ermoglicht. 

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zur Abtrennung von einem Behalterin- 
nenraum der Warmestrahler oberhalb einer transparenten Platte angeord- 
net ist, so dass der Warmestrahler selbst geschtitzt auBerhalb der aggres- 
siven Atmosphare im Behalterinnenraum angeordnet ist. 
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Wenn der Badbehalter im Bereich der Deckeleinrichtung mit einer 
Beltiftungseinrichtung versehen ist, lasst sich die Effektivitat der Vor- 
richtung noch weiter erhohen. Besonders vorteilhaft ftir eine einfache 
Gestaltung der Vorrichtung ist es, wenn die Beltlftungseinrichtung an der 
5 Deckeleinrichtung angeordnet ist. 

Nachfolgend wird eine bevorzugte Variante des erfindungsgemaBen 
Verfahrens sowie eine hierzu bevorzugt verwendbare Vorrichtung anhand 

« 

der Zeichnungen naher erlautert. 
Es zeigen: 

10 Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer Vorrichtung zur Reini- 

gung von Halbleitersubstraten; 

Fig. 2 eine vergrofierte Darstellung eines zwischen einem 

Fltissigkeitsspiegel und einer Schaltungsoberflache 
des Halbleitersubstrats ausgebildeten Flussigkeitsme- 
15 niskus. 

Fig. 1 zeigt einen mit einer Spulfltissigkeit 10, die im vorliegenden Fall 
aus deionisiertem Wasser gebildet ist, gefullten Badbehalter 11, in dem 
eine Aufnahmeanordnung 12 mit darin gleichmaBig verteilt aufgenom- 
menen Wafern 13 angeordnet ist. Die Aufnahmeanordnung 12 kann 
20 beispielsweise zwei die Wafer 13 am Umfangsrand zwischen sich auf- 
nehmende Klemmbacken aufweisen, so dass die Waferoberflachen frei 
zuganglich bleiben. 

Der Badbehalter 11 ist im Bereich seines Behalterbodens 14 mit einer 
mit einem Einlassventil 15 versehenen Zuflusseinrichtung 16 versehen. 
25 Weiterhin ist im Bereich des Behalterbodens 14 eine Abflusseinrichtung 
17 vorgesehen, die ein Auslassventil 18 aufweist. Dartiber hinaus ist die 
Abflusseinrichtung 17 mit einem Stromungsventil 19 ausgestattet, dass 
eine Einstellung der Ausstromgeschwindigkeit der durch die Abflussein- 
richtung 17 ausstromenden Spulfltissigkeit 10 ermoglicht. 
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Im Bereich der dem Behalterboden 14 gegenuberliegend angeordneten 
Behalteroffnung 24 des Badbehalters 11, die ein Einsetzen mid Heraus- 
nehmen der in der Aufnahmeanordnung 12 angeordneten Wafer 13 
ermoglicht, ist eine die Behalteroffnung 24 verschlieflende Deckelein- 
5 richtung 20 angeordnet, die einen Betrieb des Badbehalters 11 als eine 
gegentiber der Umgebung abgeschlossene Prozesskammer ermoglicht. 

Die Deckeleinrichtung 20 ist im vorliegenden Fall gehauseartig mit 
einem Deckelinnenraum 21 ausgebildet, in dem eine Warmestrahlerein- 
richtung 22 mit im vorliegenden Fall eine Mehrzahl von Infrarot- 

10 Strahlern umfassenden Warmestrahlern 23 aufgenommen ist. Zur Ver- 
meidung eines Warmestaus kann die Deckeleinrichtung 20 mit einer hier 
nicht naher dargestellten Beliiftung versehen sein. Eine unmittelbar 
gegenuberliegend der Behalteroffnung 24 angeordnete Deckelwandung 
25 ist transparent und im vorliegenden Fall als eine in die Deckeleinrich- 

15 tung 20 eingesetzte Glasplatte 25 ausgebildet. Benachbart der Behalter- 
offnung 24 und oberhalb eines Fliissigkeitsspiegels 28 des in Fig- 1 im 
vollstandig gefluteten Zustand dargestellten Badbehalters 11 angeordnet 
befindet sich eine mehrere parallel zur Ebene der Behalteroffnung 24 
verlaufende Beliiftungskanale 26 aufweisende Beluftungseinrichtung 27. 

20 Die Beliiftungskanale 26 miinden im vorliegenden Fall von auBen in eine 
rtickwartige Behalterwandung 34 des Badbehalters 11 und ermoglichen 
eine Zuftihrung und Abfiihrung einer parallel zum Fliissigkeitsspiegel 28 
gerichteten Beliiftungsstromung mit sehr geringer Stromungsgeschwin- 
digkeit. 

25 Zum Betrieb der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung wird die Aufnahme- 
anordnung 12 mit den darin aufgenommenen Wafern 13 in den Badbehal- 
ter 11 eingesetzt und der Badbehalter 11 mittels der Deckeleinrichtung 
20 verschlossen. In einem anschlieBenden Befiillungsvorgang wird der 
Badbehalter 11 bei geschlossenem Auslassventil 18 der Abflusseinrich- 

30 tung 17 durch die Zuflusseinrichtung 16 mit Spiilflussigkeit 10 bis zum 
Erreichen eines in Fig. 1 dargestellten Fliissigkeitsspiegels 28, der die 
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sich zum Behalterboden 14 hin erstreckenden Wafer 13 vollstandig 
abdeckt, mit Spiilfliissigkeit 10 geflutet. 

Ausgehend von dem in Fig. 1 dargestellten gefluteten Zustand des 
Badbehalters 11 wird nun bei geoffnetem Stromungsventil 19 der Fliis- 

5 sigkeitsspiegel 28 vorzugsweise kontinuierlich abgesenkt, so dass ein 
fortschreitend grofler werdender Teil der Wafer 13 aus der Spulfliissig- 
keit 10 herausragt. Wahrend des Absenkens des Fliissigkeitsspiegels 28 
bildet sich in einem Ubergangsbereich 3 5 zwischen den quer zum Flus- 
sigkeitsspiegel 28 verlaufenden Oberflachen 29, 30 der Wafer 13 und 

10 dem Fltissigkeitsspiegel 28 ein Fliissigkeitsmeniskus 31, 32 aus, wie in 
Fig. 2 dargestellt. Zumindest eine der Oberflachen 29, 30 ist als Schal- 
tungsoberflache mit darauf angeordneten Kontaktmetallisierungen 
ausgebildet. 

Wahrend des Absenkens des Fliissigkeitsspiegels 28 ist die im vorliegen- 

15 den Ausfiihrungsbeispiel IR- Strahlung emittierende Warmestrahlerein- 
richtung 22 mit den durch die Glasplatte 25 vom Fltissigkeitsspiegel 28 
abgetrennten Warmestrahlern 23 in Betrieb. In Folge der Absorption der 
Warmestrahlung 36 im Halbleitermaterial der Wafer 13 erfolgt eine 
Erwarmung des oberhalb des Fliissigkeitsspiegels 28 angeordneten Teils 

20 der Wafer 13, wohingegen der in der Spiilfliissigkeit 10 angeordnete Teil 
der Wafer 13 durch den Warmeiibergang zwischen dem Halbleitermateri- 
al und der Spulfliissigkeit 10 relativ gekiihlt wird. Hierdurch wird 
verhindert, dass es trotz einer fur ein Verdampfen der Spiilfliissigkeit 10 
im Bereich der Fliissigkeitsmenisken 31, 32 ausreichenden Erwarmung 

25 des Halbleitermaterials zu einer die Funktion des Wafers beeintrachti- 
genden Uberhitzung des Halbleitermaterials kommen kann. Durch die 
Verdampfung der Spiilfliissigkeit 10 im Bereich der Fliissigkeitsmenis- 
ken 31, 32 wird sichergestellt, dass im Wesentlichen keine Reste von 
Spiilfliissigkeit auf den Oberflachen 29, 30 der Wafer 13 verbleiben. 

30 Neben dem Verdampfen der Spiilfliissigkeit im Bereich der Fliissigkeits- 
menisken 31, 32 wird durch die Erwarmung des Halbleitermaterials im 
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Bereich der Flussigkeitsmenisken 31, 32 auch die Oberflachenspannung 
der Flussigkeitsmenisken reduziert, so dass die Benetzungseigenschaften 
der Spiilflussigkeit 10 im Bereich der Oberflachenmenisken 31, 32 
vergroBert werden und ein besseres Ablaufen der Spiilflussigkeit 10 von 
5 den Oberflachen 29, 30 erreicht wird. 

Der im Wesentlichen auf den Grenzbereich zwischen den Oberflachen 
29, 30 des Wafers 13 und den Flussigkeitsmenisken 31, 32 beschrankte 
Warmetibergang sorgt daftir, dass eine Erwarmung und damit verbundene 
Reduzierung der Oberflachenspannung der Sptilfliissigkeit nur im vorge- 

10 nannten Grenzbereich auftritt, so dass daran angrenzend die Oberfla- 
chenspannung der Spiilflussigkeit im Wesentlichen erhalten bleibt und 
verhindert wird, dass es im Bereich der Flussigkeitsmenisken 31, 32 zu 
einer Tropfenbildung kommt. Unterstiitzt wird dieser vorteilhafte Effekt 
noch durch die Wahl einer Absinkgeschwindigkeit des Fliissigkeitsspie- 

15 gels 28, die eine zur Erzielung der vorgenannten Effekte ausreichende 
Kontaktzeit zwischen den Oberflachen 29, 30 des Wafers 13 und den 
Flussigkeitsmenisken 31, 32 ermoglicht. 

Ausgehend von dem in Fig, 1 dargestellten gefluteten Zustand des 
Badbehalters 11 wird bei einem Absenken des Fliissigkeitsspiegels 28 

20 ein zwischen dem Fliissigkeitsspiegel 28 und der Glasplatte 25 gebildetes 
Lumen 33 stetig groBer. Um zu verhindern, dass in Folge der Beauf- 
schlagung mit Warmestrahlung 36 verdampfte Spiilflussigkeit 10 nach 
einem Abkiihlen wieder oberhalb des Fliissigkeitsspiegels 28 an den 
Oberflachen 29, 30 der Wafer 13 kondensiert, erfolgt durch die Beliif- 

25 tungseinrichtung 27 eine Beliiftung des Lumens 33. 
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Patentanspriiche 



1. Verfahren zur Trocknung von Schaltungssubstraten (13), insbesonde- 
re Halbleitersubstraten, bei dem in einem Spulgang ein Spxilen einer 

5 Schaltungsoberflache (29, 30) des Schaltungssubstrats mit einer 

Spiilfltissigkeit (10) erfolgt und in einem nachfolgenden Trocknungs- 
gang die Schaltungsoberflache getrocknet wird, wobei in dem Spill- 
gang das Schaltungssubstrat in Richtung seiner ebenen Erstreckung, 
quer und relativ zu einem Fliissigkeitsspiegel (28) der Sptilfliissig- 

10 keit, bewegt wird, derart, dass sich an einem sich aufgrund der Rela- 

tivbewegung andernden Ubergangsbereich (35) zwischen der Schal- 
tungsoberflache und dem Fliissigkeitsspiegel ein Fltlssigkeitsmenis- 
kus (31, 32) ausbildet, und in dem Trocknungsgang eine Beaufschla- 
gung des von dem Fliissigkeitsmeniskus benetzten Ubergangsbereichs 

15 mit Warmestrahlung (36) erfolgt. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Beaufschlagung mit Warmestrahlung (36) mittels eines In- 
frarot-Strahlers erfolgt. 



20 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zur Ausfiihrung der Relativbewegung zwischen dem Fliissig- 
keitsspiegel (28) und dem Schaltungssubstrat (13) das Schaltungs- 
substrat in der von einem Badbehalter (11) aufgenommenen Spiilfliis- 
25 sigkeit (10) angeordnet und der Fliissigkeitsspiegel abgesenkt wird. 
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4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Beaufschlagung mit Warmestrahlung (36) quer zum Fltissig- 
keitsspiegel (28) erfolgt. 



5 5. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass im Wesentlichen parallel zum Fltissigkeitsspiegel (28) eine Be- 
liiftung eines oberhalb des Fliissigkeitsspiegels (28) ausgebildeten 
Behalterlumens (33) erfolgt. 



10 6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass vor Durchfixhrung des Trocknungsgangs in dem Badbehalter (11) 
durch wiederholtes Fluten des Badbehalters eine Mehrzahl von Sptil- 
gangen durchgefuhrt wird. 



15 7. Vorrichtung zur Durchfiihrung eines Verfahrens zur Trocknung von 
Schaltungssubstraten (13) , insbesondere Halbleitersubstraten, nach 
einem oder mehreren der Ansprtiche 1 bis 6, mit einem mit einer Zu- 
flusseinrichtung (16) und einer Abflusseinrichtung (17) versehenen 
und mit einer Deckeleinrichtung (20) verschlieBbaren Badbehalter 

20 (11) und einer im Badbehalter angeordneten Aufnahmeanordnung 

(12) zur Aufnahme zumindest eines Schaltungssubstrats, derart, dass 
sich das Schaltungssubstrat in einer Ebene in Richtung auf einen Be- 
halterboden (14) erstreckt, und mit einer oberhalb der Aufnahmean- 
ordnung angeordneten Warmestrahlereinrichtung (22). 



25 8. Vorrichtung nach Anspruch 7 , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Warmestrahlereinrichtung (22) mit Infrarot-Strahlern verse- 
hen ist. 
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9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Warmestrahlereinrichtung (22) an der Deckeleinrichtung 
(20) angeordnet ist. 

5 10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeicb.net, 

dass zur Abtrennung von einem Behalterinnenraum die Warmestrah- 
lereinrichtung (22) oberhalb einer transparenten Platte (25) angeord- 
net ist. 

10 11. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Badbehalter (11) im Bereich der Deckeleinrichtung (20) mit 
einer Beliiftungseinrichtung (27) versehen ist. 



12. Vorrichtung nach Anspruch 11, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Beliiftungseinrichtung (27) an der Deckeleinrichtung (20) 
angeordnet ist. 
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relates to a method and to a device for drying 
circuit substrates (13), in particular semi- 
conductor substrates. According to the invention, 
a circuit surface (30) is rinsed by means of a 
rinsing liquid (10) during a rinsing phase and is 
dried in a subsequent drying phase. In the rinsing 
phase, the circuit substrate is displaced in a 
direction of the flat extension thereof, 
transver sally and in relation to a liquid level 
(28) of the rinsing liquid mirror, in such a 
manner that a liquid meniscus is formed in a 
transition area which varies according to the 
relative movement thereof, between the circuit 
surface and the liquid level, and the transition 
area moistened by the liquid meniscus is impinged 
upon by thermal radiation (36) in the drying 
phase . 
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